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1. 引言 

数据表是电子工程师用来了解功率 MOSFET 器件和充分理解其预期功能的最重要的工具。但由于数据表包含

大量信息，因此该文档有时被认为过于复杂和难以理解，一些重要的参数也往往被忽视。这可能导致很多问题，

例如器件失效、重新设计 PCB、项目延期等等。本文档将提供关于如何阅读和理解数据表及其所有参数和图

表的一般指导原则。 

该应用说明将详细介绍英飞凌的 OptiMOSTM功率 MOSFET 数据表。OptiMOSTM是英飞凌低压（不超过 300V）

功率 MOSFET 产品系列的注册商标。本文档将提供关于每个规格参数的背景信息，以及关于每个规格图表的

说明信息，目的是帮助设计人员更好地理解数据表。 

数据表中提到的参数和图表提供了 MOSFET 的完整概况。利用这些信息，设计人员应该能够了解器件的预期

性能，以便确定器件的工作条件，以及与其他器件进行量化比较。 

本文档将针对标准工作条件以及各种变化条件提供来自数据表的数字。它解释了参数之间的相互作用，以及温

度或栅极电压对这些参数产生的影响。 

本文档的目的仅限于提供明确的数据表数字说明。如需设计建议，请访问www.infineon.com或联系英飞凌团队。 

 

2. 数据表参数 

由于数据表采用比较紧凑的格式提供大量信息，因此可能被视为难以分析。建议读者单独查看各个主题，而不

是逐行阅读数据表。因此，本节将数据表明确地划分为几个较小的部分，以免给读者造成混淆。每个子节仅提

供一幅数据表图表及其相关参数。 

注释：本文档使用取自IPP029N06N数据表rev2.0 的图表和参数作为示例。如需最新版本的英飞凌OptiMOSTM

数据表，请参考我们的OptiMOSTM (20V – 300V)网页。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infineon.com/�
http://www.infineon.com/OptiMOS�


英飞凌 OptiMOSTM 
功率 MOSFET 数据表说明 

 
 

5 
 

 
 

应用说明 AN 2012-03 
V1.1 2012 年 3 月 
 

2.1 功率耗散 

数据表中包含的第一张图表显示了最大允许功率损耗随壳温的变化情况（图 1）。如图所示，特定管壳温度下

允许的最大功率耗散受到限制。 

 

功率耗散 

Ptot=f(TC) 
 

  
  

图 1. 功率耗散 Ptot = f(TC) 
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数据表中列出了两个功率耗散参数 – 结-壳总功率耗散和结-环境总功率耗散。这两个数字可分别使用等式 (1)

和(2)获得。结-壳热电阻取决于材料和尺寸。随着管壳温度的升高，允许的功率耗散下降。 
 

(1) 
thJC

Cj
Ctot R

TT
TP

−
=)(  

(2) 
thJA

Aj
Atot R

TT
TP

−
=)(  

使用上述示例可以计算出最高允许温升下的最大功率耗散。等式 (3)演示了如何推导出示例中的数字

（如图 2 所示）。 

(3) W
W

K
KTP Ctot 136

1.1
)25175()( max =

−
=

  

W
W

K
KTP Atot 0.3

50
)25175()( max =

−
=

 

注释：以Ｋ为单位的温度差与以°C为单位的温度差相同。 

参数   符号   条件 值 单位 

功率耗散 Ptot   TC=25 °C   136   W 

    
  TA=25 °C，
RthJA=50 K/W2) 

  3.0       

2) 器件焊接在40 mm x 40 mm x 1.5 mm环氧树脂PCB FR4上，该PCB带有6 cm2（单层，70 μm厚）用于漏极连接的覆铜区。

PCB在无风条件下且保持垂直。 

图 2. 最大额定 Ptot（数据表） 

结-环境热阻取决于布局；因此，多数情况下都包含了关于结-环境热阻的脚注。它规定了估算出指定的 RthJA的

条件。 
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2.2 漏极电流 

数据表指定了各种工作条件下的最大连续漏极电流(ID)以及脉冲漏极电流(ID,pulse)（如图 3 所示）。 最大脉冲漏

极电流指定为最大连续漏极电流的 4 倍。由于器件热特性的原因，随着脉冲宽度的增加，脉冲漏极电流额定值

下降。在第 2.3 节的安全工作区图表中可以清楚地观察到这一点。  

连续漏极电流 ID 
  VGS=10 V，
TC=25 °C 

  100     A 

      
  VGS=10 V，
TC=100 °C 

  100       

      
  VGS=10 V，
TC=25 °C，  
RthJA =50K/W 2) 

  24       

脉冲漏极电流 ID,pulse   TC=25 °C   400       
2) 器件焊接在 40 mm x 40 mm x 1.5 mm 环氧树脂 PCB FR4，该 PCB 带有 6 cm2（单层，70 μm 厚）用于漏极连接

的覆铜区。PCB 在无风条件下且保持垂直。 
 

图 3. 最大 ID（数据表） 

当最大连续漏极电流仅取决于最大功率耗散（第 2.1 节）时，最大 ID将由经过改编的功率定律(P = I2 *R)定义。

替换等式 (1) 中的 P 即可推导出等式 (4)。在此等式中，用到了结-壳温度差(Tj - TC)、热电阻(RthJC)和最高结温

下的导通电阻(RDS(on),Tj(max))。  

有关导通电阻与温度相关性，请参阅第 2.9 节。 

(4) 
 (max)),(

)(
TjonDS

thJC

Cj

CD R
R

TT

TI

−

=   AW
K

K

CI D 169
0066.0

8.0
)25175(

)25( =
Ω

−

=°  

注释：以Ｋ为单位的温度差与以°C为单位的温度差相同。 

但在现实中，受制于焊接线直径、芯片设计和装配的更多边界条件限制了最大连续漏极电流（如图 4 所示）。

在 TC = 25°C 时，ID不能超过 100 A，而不是依据等式 (4)计算出的 169 A。此图表显示，在 TC较低时，最大

ID将保持恒定；在 TC较高时，它将加速转降，直至在 TC = Tj(max)时达到零。 

注释：此图表仅提供对连续漏极电流限值的限制。对于脉冲电流，请参考第 2.3节中的安全工作区图表。  
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漏极电流 

ID=f(TC)；VGS≥10 V 

 

   
  

图 4. 漏极电流 ID = f(TC) 
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2.3 安全工作区 

图 5 显示了不同脉冲宽度下作为漏源电压(VDS)函数的漏极电流(ID)。它是数据表中最复杂但也是最重要和最不

容忽视的数据之一。本节将简要说明每个工作区及其边界限值。作为这一小节内容的补充，英飞凌还提供了关

于此主题的综合应用说明 - 功率MOSFET的线性模式工作和安全工作图 ，其中讨论了关于线性模式工作和

SOA图表的详细信息。 

表

安全工作区 

ID=f(VDS)；TC=25 °C；D=0 

参数：tp 

 

  

 

 

图 5. 安全工作区 ID=f(VDS) 

注释：该 SOA 图表针对单脉冲定义。在数学上，由于周期(T)为无穷，因此单脉冲的工作周期相当于零(D=0)。 

此图表中存在多项限制，下面以 100 µs 曲线为例，使用标签(A)至(E)来讲解边界限值。 

A) 标签 A，顶部线条是最大脉冲漏极电流的限值。 

B) 标签 B，此区域受最高结温下的导通电阻 RDS(on)限制。 

C) 标签 C，在 TC 固定时，器件此区域内受到恒定功率线限制。最大功率损耗随热阻抗变化而变化，具体取

决于所应用的功率脉冲宽度。下一节（第 2.4 节）将讨论不同脉冲宽度下的最大瞬态热阻抗。 

 

 

 

 

 

http://www.infineon.com/dgdl/SOA_06202011_BundledWithSOADeratingToolGuide.pdf?folderId=db3a3043156fd5730115939eb6b506db&fileId=db3a30433072cd8f0130b63abece21ad�
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D) 标签 D，在线性模式操作中，由于热耗散的原因，存在在较低的栅源电压条件下出现过热点的风险。由于

最新的沟槽技术具有较高的电流密度，这种情况下转移特性的“零温度系数”点会转移至更高的漏极电流，

这一效应变得更加重要。前述应用说明中可以找到更多信息。 

考虑到更高 VDS和更长脉冲时间的过热点效应，此区域内的 SOA 特性具有不同的斜率（等式 (5)）。 

(5) 
thJCDS

Cj
DSD ZV

TT
VI

*
)(

−
=  

E) 标签 E，由技术决定的最大击穿电压(V(BR)DSS)限制了右侧的 SOA 曲线。 
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2.4 最大瞬态热阻抗 ZthJC 

热阻抗(Zth)包含两个组成部分 – 热阻(Rth)和热容(Cth)。 

RthJC 是从管芯结到管壳的热阻。流经此路径的热量由器件自身的功率损耗产生...此参数与管芯相对管壳所达到

的温度直接相关。 

瞬态热阻抗(ZthJC)还考虑了器件的热容(CthJC)。它被用于估算瞬态功率损耗造成的温度。 

最大瞬态热阻抗 

ZthJC=f(tp) 

参数：D=tp/T 
 

  
  

图 6. 最大瞬态热阻抗 ZthJC=f(tp) 

图 6 显示了针对每个指定的占空比(D=tp/T)，作为加载时间 tp（脉冲宽度）函数的热阻(ZthJC)变化。  

要将热量从器件中耗散出去，必须经过多个具有各自的热阻和热容特性的不同层。因此，热阻或热容（取决于

脉冲宽度）对于该器件的工作情况具有决定性的影响。如等式 (6) 所示，可以计算结温的升高量。在应用功率

脉冲之前的热平衡状态下，Tj,start等于 TC。 

 

(6) totPthJCstartjjstartjj PDtZTTTT ∗+=∆+= ),(,,  
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数据表的表格部分还列出了最大 RthJC（如图 7 所示）。 

热特性 
                  

                      

热阻，结-壳 RthJC 底部 -   -   1.1 K/W 
 

图 7. 热特性 
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2.5 典型输出特性 

典型输出特性图表（图 8）显示了在给定的栅源电压 VGS和 25 °C 管芯温度 Tj下作为漏源电压 VDS的函数的漏

极电流 ID。 

典型输出特性 

ID=f(VDS)；Tj=25 °C 

参数：VGS 
 

 
  

图 8. 典型输出特性 ID=f(VDS) 

为实现最优效率，MOSFET 应该在如图 8 所示的“欧姆”区内工作（请注意，此图表包含不超过最大脉冲电流限

值的电流范围）。此边界线介于欧姆区与饱和区之间，由 VDS = VGS – VGS(th)定义。在任意给定的栅源电压下，

超过欧姆区的 MOSFET 漏极电流都已饱和。随着工作点进入饱和区，漏极电流的任何进一步增大都会导致漏

源电压的大幅升高（线性工作模式），进而增大传导损耗。在这种情况下，如果功率耗散不受限制，器件可能

会发生故障。  

 

欧姆区 
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栅源电压(VGS)大小决定了 MOSFET 的输出特性曲线（如图表中所示）。允许的 VGS范围在数据表的表格部分

指定（如图 9 所示）。栅源电压对漏源导通电阻的影响将在第 2.6 节中讨论。 

栅源电压 VGS       ±20     V 

 

图 9. 栅源电压限值 

 

2.6 作为漏极电流函数的漏源导通电阻 
在图 10 中，每个栅源电压的漏源导通电阻与漏极电流曲线都是直接通过典型输出特性图表（图 8a）使用欧姆

定律（等式 (7)计算得出的。 

 

(7) 
D

DS
DonDS I

V
IR =)()(  
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请注意，VGS 在此图表中具有重要作用。在应用不同电平的 VGS 时，导通电阻曲线发生了巨大的变化。要完全

开通器件， VGS 至少应该为 10V。对于驱动电平为普通级别的器件，建议应用 10V 以获得效率较优的低漏源

导通电阻。对于驱动电平为逻辑级别的器件，移位后的 RDS(on)曲线（图 8b）使得快速开关应用可以接受低于

10V 的 VGS，这种情况下较高 RDS(on)所造成的传导损耗相对不那么关键。示例应用可能包括较低负载条件下的

同步整流。 

 

a) 典型漏源导通电阻 
 
b) 典型漏源导通电阻 

RDS(on)=f(ID)；Tj=25 °C RDS(on)=f(ID)；Tj=25 °C 

参数：VGS 参数：VGS 

 

   
 

 

   
  

图 10. 典型漏源导通电阻 RDS(on)=f(ID)：a) 驱动电平为普通级别器件和 b) 驱动电平为逻辑级别器件

(BSC010N04LS) 
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2.7 转移特性 

此图表显示了作为所施加栅源电压的函数的典型漏极电流。通常提供不同结温下的图表。例如，图 11 包含一

条 25°C 时的曲线和一条 175°C 时的曲线。所有图表应该在一个点相交，这个点被称为温度稳态工作点。 

当应用于 MOSFET 的栅源电压低于此点（在示例中 VGS < 5.2V），MOSFET 工作在正温度系数，这意味着随

着结温的升高，漏极电流将会增大。由于可能存在热失控，因此应避免在此条件下使用恒定的 VGS工作。 

在温度稳态工作点以上，温度系数为负值，这意味着随着结温的升高，漏极电流将会减小。MOSFET 会自我

限制高温条件下的电流处理能力。在此区域内工作时，只要结温限制在规格范围以内，通常都是安全的。 

注释：对于电流值高于指定的最大连续导通电流，该电流仅允许是脉冲电流。 

典型转移特性 

ID=f(VGS)；|VDS|>2|ID|RDS(on)max 

参数：Tj 
 

  
  

图 11. 典型转移特性 ID=f(VGS) 

为逼近此特性的最大或最小值，可根据阈值电压的最小-最大值（对于驱动电平为普通级别器件为+/- 1V）平行

移动曲线。 
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2.8 正向跨导 

跨导(gfs)是漏极电流对于栅源电压变化的敏感度的衡量指标。 图 12 显示了在 25°C 结温条件下作为漏极电流

函数的典型正向跨导。  

典型正向跨导 

gfs=f(ID); Tj=25 °C 
 

  
  

图 12. 典型正向跨导 gfs=f(ID) 

正向跨导(gfs)可通过图 11 中的典型转移特性图表使用等式 (8)进行计算。 

(8) 

GS

DIg
V
I

DSV

Dfs

∆
∆

=)(  

图 13 的表格部分列出了在测试电流条件下的 gfs最小值和典型值。 

跨导 gfs 
|VDS|>2|ID|RDS(on)max，
ID=100 A 

80   160   - S 

 

图 13. 静态特性部分中的跨导 
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2.9 漏源导通电阻 

漏源导通电阻是 MOSFET 的重要参数之一。在数据表中，有两个部分处理此参数。在表格部分列出了室温条

件下的典型值和最大值（如图 14 所示）。这些值是在生产测试期间按照指定条件确定的。 

对于表面贴装器件(SMD)，测量的是源极引脚与器件后部漏极触点之间的电阻。对于通孔插装封装，RDS(on)被

规定为指定焊接点处的漏极和源极引脚之间的电阻（对于 TO-220 而言，约 4.5 mm 引线长度）。这种情况下

0.3 mΩ 额外寄生电阻也计入了漏源导通电阻内。 

漏源导通电阻 
RDS(on)   VGS=10 V，ID=100 A -   2.7   2.9 mΩ 

      VGS=6 V，ID=25 A -   5.4   -   
 

图 14. 漏源导通电阻 

除表格以外，数据表还包含作为结温函数的导通电阻图表（图 15）。结温越高，RDS(on)将越高。由于此正温度

系数的原因，可以将多个器件并联使用。请注意，图表中分别显示了 RDS(on)的典型值和最大值。 

漏源导通电阻 

RDS(on)=f(Tj)；ID=100 A；VGS=10 V 

 
 

 

图 15. 典型漏源导通电阻 RDS(on)=f(Tj) 

 

要计算漏源导通电阻与结温的依赖关系，可使用以下公式： 
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(9) CT
ConDSjonDS

jRTR °−
° +⋅= 25

25),()( )
100

1()( α

  
 

α 为功率 MOSFET 设计与加工技术相关的常量。对于 OptiMOSTM功率 MOSFET，可使用α值 0.4 获得 RDS(on)

近似值。 

2.10 栅极阈值电压 

栅极阈值电压定义了指定漏极电流条件下所需的栅源电压。在生产期间测量该阈值电压的条件如下：室温，

VDS = VGS，µA 范围内的测试漏极电流。图 16 所示的表格中指定了最小、典型和最大值。 

栅极阈值电压 VGS(th)   VDS=VGS，ID=75 µA 2.0   2.8   3.6  V 

 

图 16. 阈值电压 

阈值电压随结温的升高而下降。图 17 中显示了表格部分指定的典型条件下的这一依存关系。  

典型栅极阈值电压 

VGS(th)=f(Tj)；VGS=VDS 

 

 
   

图 17. 典型栅极阈值电压 VGS(th)=f(Tj) 
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2.11 电容 

数据表的表格和图表部分都定义了 MOSFET 的电容。表格指定了电容范围（图 18），而图表则显示了漏源电

压与电容的依存关系（图 19）。 

无法直接测量栅源、栅漏和漏源电容；但可以通过可测量的输入、输出和反向转移电容来计算上述电容。以下

三个等式(10)说明了它们之间的关系。 

(10) 

GDrss

GDDSoss

GDGSiss

CC
CCC
CCC

=
+=
+=

 

动态特性 
                  

                      

输入电容 Ciss 
  VGS=0 V，
VDS=30 V，f=1 MHz 

-   4100   - pF 

输出电容 Coss -   980   -   

反向转移电容   Crss -   39   -   
 

图 18. 动态特性：电容 
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在数据表的图表部分，典型电容被定义为漏源电压的函数。反向电容(Crss)和输出电容(Coss)都显示了明确的电

压依赖性。这是由于空间电荷区在 MOSFET 开关过渡期间发生的变化所致 
 

典型电容 

C=f(VDS)；VGS=0 V；f=1 MHz 

 
 

 

图 19. 电容 C=f(VDS) 
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2.12 反向二极管特性 

表格和图表部分都提供了 MOSFET 体二极管特性。 

在表格部分（如图 20 所示）提供了二极管参数的最小值、典型值和最大值。 

反向二极管 
                  

二极管连续正向电流 IS 
  TC=25 °C 

-   -   120 A 

二极管脉冲电流 IS,pulse -   -   480   

二极管正向电压 VSD 
VGS=0 V，IF=100 A，
Tj=25 °C 

-   1.0   1.2 V 

反向恢复时间 trr VR=30 V，IF=100 A，
diF/dt=100 A/µs 

-   37   - ns 

反向恢复电荷 Qrr -   44   - nC 
 

图 20. 二极管特性 

• 二极管连续正向电流：在指定的管壳温度 TC =25°C 条件下允许的体二极管最大 DC 正向电流，它通

常等于 MOSFET 的连续电流限值。 

• 二极管脉冲电流：在指定的管壳温度 TC =25°C 条件下允许的反向二极管最大脉冲正向电流，它通常

等于 MOSFET 的脉冲电流限值。 

• 二极管正向电压：被测试二极管正向电流(IF)、零栅源电压(VGS)和 25°C 结温(Tj)条件下，二极管导通

（MOSFET 关断）期间的源漏电压。 

• 反向恢复时间： 消除反向恢复电荷所需的时间。图 21 中提供了 trr的图形说明。 

• 反向恢复电荷：二极管在导通期间储存的电荷。如图 21 所示，必须在二极管导通时段之后立即完全

消除此电荷，才能恢复二极管的阻断功能。电流的开关速率越高（di/dt 约为 100A/µs 或更高），反向

恢复电荷越高。图 21 中还提供了 Qrr的图形说明。 
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图 21 表明，在 MOSFET 器件开通期间，二极管正向电流(IF)从导通状态的漏极电流(ID(on))降至零以下。IF随即

在漏源电压(VDS)开始下降（Coss放电）之前恢复为零。反向恢复在 IF低于零的时段内发生，电荷(Qrr)可通过 IF
负值与零电流线之间的面积求取近似值。 

 

图 21. Qrr和 trr说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDD

ID(on)

ID(on)-Irr

trr

Qrr

ID(on)+Irr

Qrr

ID 

IF 
VDS 
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图 22 展示了在结温 Tj 25°C 和 175°C 条件下，作为源漏电压 VSD的函数的典型二极管正向电流。 

 

反向二极管的正向特性 

IF=f(VSD) 

参数：Tj 

 
 

 

图 22. 典型正向二极管特性 IF=f(VSD) 
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2.13 雪崩特性 

图 23 提供了脉冲雪崩电流 IAV与雪崩时间 tAV之间的依存关系。考虑到最高结温，MOSFET 允许工作在对应曲

线的下方区域。此特性受限于脉冲的总雪崩能量。雪崩脉冲时间越长，允许的最大雪崩电流越低。  

此图形还包含雪崩开始时对应不同结温的多条曲线。它表明，雪崩能力随结温的升高而下降。 

雪崩特性 

IAS=f(tAV)；RGS=25 Ω 

参数：Tj(start) 

 
 

 

图 23. 雪崩特性 IAS=f(tAV) 

数据表的表格部分提供了在给定的雪崩电流和雪崩中允许的最大单脉冲电流条件下的最大单脉冲雪崩能量。 

雪崩能量，单脉冲 EAS   ID=100 A，RGS=25 Ω   110     mJ 

 

图 24   雪崩能量和电流 
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2.14 漏源击穿电压 

图 25 中的图表显示了漏源击穿电压最小典型值在允许的完整温度范围(-55°C…+175°C)内的线性温度依存关

系。图 26 所示的表格提供了 25°C 时的击穿电压最小值。 

漏源击穿电压 

VBR(DSS)=f(Tj)；ID=1 mA 

  

 
 

 

图 25. 漏源击穿电压 VBR(DSS)=f(Tj) 

漏源击穿电压 V(BR)DSS   VGS=0 V，ID=1 mA 60   -   - V 

 

图 26. 漏源击穿电压 VBR(DSS)=f(Tj) 
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2.15 典型栅极电荷 

图 27 包含两张图表：1)典型栅极电荷图表和 2)栅极电荷波形。 

典型栅极电荷图表显示了在给定的栅源电压和漏源供电电压(Vdd)条件下开通 MOSFET 所必需的栅极电荷典型

变化。导通电流作为参数提供。 

如栅极电荷波形所示，栅极电荷(Qg)包含栅源电荷(Qgs)、栅漏电荷(Qgd)，以及将 VGS 从平台电平升至需要的

VGS 电平所需的电荷。Qgs 是将栅源电容(CGS)充电至平台电平所需的电荷。在此期间，漏极电流(ID)将在达到栅

极阈值电压(Vgs(th))后升高至负载值。漏源电压(VDS)基于不同的负载表现出不同的行为。对于电阻性负载，漏

源电压将在漏极电流升高的同时下降。对于电感性负载，VDS 将在漏极电流达到负载值后开始下降。在电压

VDS 下降至其导通值(VDS = RDS(on) *ID)之前，必须对栅漏电容(CGD)（即密勒电容）进行放电。这部分电荷被定

义为栅漏电荷(Qgd)。  

Qgs 和 Qgd 不足以完全开通晶体管，因为漏源导通电阻尚未降至最低。只有具备对应完全栅源电压（对于驱动

电平为普通级别和逻辑级别 MOSFET 而言，典型 VGS = 10 V）的电荷才能达到完全导通电阻，进而优化静态

损耗。完整的栅极电荷波形随漏源电压电平（或供电电压电平）变化。图 28 所示的表格部分还列出了与栅极

电荷相关的参数。 

注释：平台电平不固定。它随负载条件变化。 
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图 27. 典型栅极电荷 VGS=f(Qgate)和栅极电荷波形 

典型栅极电荷 

VGS=f(Qgate)；ID=100 A（脉冲） 

参数：VDD 

 
 

 

栅极电荷波形 

  

  

 
 

 



英飞凌 OptiMOSTM 
功率 MOSFET 数据表说明 

 
 

29 
 

 
 

应用说明 AN 2012-03 
V1.1 2012 年 3 月 
 

栅极电荷特性 5) 
                    

栅源电荷 Qgs 

VDD=30 V，ID=100 A，
VGS=0 至 10 V 

-   20   - nC 

阈值栅极电荷 Qg(th) -   11   -   

栅漏电荷 Qgd -   11   -   

开关电荷 Qsw -   19   -   

栅极电荷总量 Qg -   56   -   

栅极平台电压 Vplateau -   4.8   - V 

栅极电荷总量，同步整流管 FET Qg(sync) 
VDS=0.1 V，VGS=0 至

10 V 
-   49   - nC 

输出电荷 Qoss   VDD=30 V，VGS=0 V -   65   -   
 

图 28. 栅极电荷和平台电压 
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2.16 漏电流 

MOSFET 指定了两种漏电流（图 29）： 

1) IDSS是在指定的漏源电压（通常为最小漏源击穿电压）和 VGS = 0V 条件下的漏源漏电流。 

2) IGSS是在指定的栅源电压（通常为最大栅源电压）和 VDS = 0V 条件下的栅源漏电流。 

零栅极电压漏极电流 IDSS 
VDS=60 V，VGS=0 V，
Tj=25 °C 

-   0.5   1 µA 

      
VDS=60 V，VGS=0 V，
Tj=125 °C 

-   10   100   

栅源漏电流 IGSS   VGS=20 V，VDS=0 V -   10   100 nA 
 

图 29. 漏电流 

 

2.17 其他重要参数 

2.17.1 开关时间 

图 30 显示了数据表表格部分所列的开关时间参数。 

开通延迟时间 td(on) 

VDD=30 V，VGS=10 V，
ID=100 A，RG=3 Ω 

-   17   - ns 

上升时间 tr -   15   -   

关断延迟时间 td(off) -   30   -   

下降时间 tf -   8   -   
 

图 30. 开关时间 

MOSFET 的开通时间(ton)是开通延迟时间(td(on))和上升时间(tr)之和。td(on)的测量区间是栅源电压值的 10%与漏

源电压值的 90%之间。tr的测量区间是漏源电压值的 90%与 10%之间。 

MOSFET 的关断时间(toff)是关断延迟时间(td(off))和下降时间(tf)之和。td(off)的测量区间是栅源电压值的 90%与漏

源电压值的 10%之间。tf的测量区间是漏源电压值的 10%与 90%之间。 
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图 31 以图形方式定义了上述参数。  

 

图 31. 开关时间的定义 

注释：此图表仅用于定义，由于不同的应用条件，实际波形不一定与之相似。为了更好地表示开关波形，请参

考图 27 中的栅极电荷波形。 
 

2.17.2 栅极电阻   

数据表中还列出了内部栅极电阻（如图 32 所示）。 

栅极电阻 RG   -   1.3   - Ω 

 

图 32. 栅极电阻 

 

2.17.3 更多最大额定值  

数据表的最大额定值部分还列出了工作和储存温度以及 IEC 气候类别（如图 33 所示）。 

工作和储存温度 Tj，Tstg   -55 ...175 °C 

IEC 气候类别；DIN IEC 68-1             55/175/56   
  

图 33. 更多最大额定值 
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